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Пористый кремний является перспективным материалом для производства оптических биосенсоров, светодиодов, солнечных батарей [1]. Несмотря на большое число исследований, нет единого мнения по поводу природы фотолюминесценции (ФЛ) пористого кремния. Чаще всего в качестве причины ФЛ называют квантовое ограничение, возникающее из-за присутствия в структуре p-Si нанокристаллитов, а положение полосы ФЛ определяется их средним размером [2], либо ФЛ p-Si объясняют люминесценцией дефектов на границе раздела Si/SiOx и присутствием различных водородных и кислородных соединений [3]. Однако, также существует большое количество исследований показывающих, что рассматриваемое явление определяется более, чем одним механизмом и разные пики ФЛ имеют разную природу [4]. Кроме того, один механизм может приводить к появлению нескольких пиков в спектре или же один пик - определяться совокупностью механизмов.
Одним из активно используемых методов модификации материалов является метод ионной имплантации. Он позволяет вносить примеси и создавать радиационные дефектов с высокой точностью и повторяемостью [5].  Изменяя параметры облучения можно создавать примесные или дефектные слои на заданной глубине и с необходимыми концентрациями. Данный метод широко используется для управления ФЛ пористого кремния.
В работе плёнки макропористого кремния облучались ионами аргона Ar+ с энергий 100 кэВ и флюенсами от 3·1012 до 1014 см-2. Используемый макропористый кремний имеет толщину стенок примерно 200 нм, что позволяет исключить влияние на ФЛ квантово-размерных эффектов, таких как квантовое ограничение. Аргон – это благородный газ, не образующий связей с кремнием или с его оксидом, при облучении ионами аргона создаются только ионно-индуцированные дефекты (например, пары Френкеля) и не образуются химические соединения, которые могу давать вклад в люминесценцию всей структуры. Таким образом, исключается влияние на фотолюминесценцию пористого кремния нанокристаллитов кремния и посторонних примесей. При увеличении ионного флюенса растёт концентрация ионно-индуцированных дефектов в модифицируемом слое. Сравнение спектров ФЛ пористого кремния до и после облучения позволит определить влияние ионно-индуцированных дефектов, их концентрации и положения, на фотолюминесценцию пористого кремния.
В работе показано, что спектр фотолюминесценции пористого кремния состоит из двух компонент. Фотолюминесценция с максимумом на длине волны 550 нм может быть вызвана ионно-индуцированными дефектами. Фотолюминесценция с максимумом на длине волны около 630 нм может объясняться присутствием на развитой поверхности пористого кремния кислородных соединений, являющихся люминесцентными центрами. При концентрации дефектов 1.2·1018 см-3 происходит сильное разупорядочение структуры, при котором происходит активное окисление, что препятствует образованию значительного числа люминесцирующих дефектов.
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